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Sila pastikan batrawa kertas peperiksaan ini mengandungfi I'[GA muka surat

y""; bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini'

Jawab kesemua I;IMA soalan. Kesemuanya lvajib dijawab ddam Bahasa

Malaysia.

Ik=8.62x I0€ev/K, q= 1.60x Io'Isc, nt(si)= I'0x l0r0ev/K]

l.(a)Denganmenrjrrkkepad'asenhrhansemikondrrHor.logam,bina
gambarajah jalur tenaga pada. keseimbangan bagi S"' < 0''
T\rnjukkan bahawa ""itttf't* 

j"nis ini yang lutggul addah

=.ot,,r.* pengiubatr. ftItjukk.n j"g1 bahawa rumusiur bagt

tinggr ".*'", 
sJntuhan ini dapat dinyatakan oleh:

0" =8. +I-0-

dimanasemuasimbolmembawama]cnayangbiasa.

(b) suatu diod schottky *,g$tl terbentuk d.engan memendapkan

lcuprum ke atas ,o"lo substrat silikon jenis-n dengan kepekatan

p"oaop"o l0r8 cm+. Jika $. = 4'65 eV' I = 4'03 eV dan T = 300

K, tentukan:

(i) tinggr sawar SchottkY

(ii) keuPaYaan sentult

(Eg = I.12 eV) (so/1oo)

(s0/I00)
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2. (a) Dengan tind,akan pincang yang dikenakan, anrs bersih
. mengalir merentasi simpang p-n. Jelaskan anggapan-anggapan

yang dibuat untuk merumuskan anrs resaPan pincang depan

f."g diberi oleh:

I = Io e:rp(qV/tcf),

di mana L adalah 6lrus resaPan pada keseimbang:an dan simbol-
simbol lain membawa malcna yang biasa. Irakarkan gambarajah
skematik bersesqaian bagr profail jdtu tenaga dalam
penjelasan ini.

(s0/100)

(b) Suatu diod silikon direkabentu.k suPaya anrs tepu pada suhu

bilik adalatr 5 x llr? A bagi penggulaan tertentu. Sekiranya
kepekatan pendopan adalah N. = 2.5 x l0r7 cm3 dan Na = 4.0

x lOls cmr, tentrrkan anrs diod dan kepekatan pembawa minorid
pada tepi kawasan kesu.sutan bagi pincang depan 720 mY.

(s0/100)

(a) Perihalkan prinsip asas dan operasi bagt

(i) Diod Zener
(ii) Diod Varaktor

(40/1oo)

(b) Ciri-ciri arus-voltan bagi simpang p-n adalah ditentukan oleh
kelakuan pembawa minoriti dan kehadiran sawar keupayaan
dan kawasan kesusutan pada simpang. Bincangkan bagaimana
ciri-ciri ini dapat digunakan bagr oPerasi sel suria dan
pengesan foto.

(30/100)

(c) Bermula dari hg-bung€ur arus-voltan yang biasa bagi diod p-n'
terbitkan formula untuk menr:njulkan pergantungan voltan litar-
terbuka sel suria sebagni fungsi kadar generasi oPtik dan
terma.

(30/100)

4. (a) Bagi suatu MOS kapasitor jenls-p yang unggul, perihafkln statr:s

d,alaman bagi struktur peranti di bawah berbagiai keadaan
pincang statik. Gnnakan gambarajah jalur tenagra bersesuaian

. dan gambarajah cas blok untuk menjelaskan Penerangalr
tersebut.

(50/100)
...3/-
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(b) suatu kapasitor MOS Al-Sioa-si dibentuk Pada wafer silikon
(N. = l0ra cm3) d.engan ketebalan SiOz adalah 0' l pm' ' Jika
tr, = -l.Bg V, ient'fan lebar kawasan kesusutan maksimum,

voltan ambang dan kapasitan minimum bagr peranti pada

T=300K.

(eso, = 3'9, tsi = 1l'8, to = 8'85 x to-roF / cm)

(so/l0o)

5. (a) Perihalkan secara ringkas mekanisma pensuisan bagr rektifier
terkawal semikonduktor dan nyatakan kelebihan dart

kekurangan peranti ini berbanding dengan transistor simpang
dwikutub bagi oPerasi Pensuisan.

(s0/100)

(b) Dengran memeriksa zuatu diod Shockley, turjnld<an bahawa
aliran anrs melalui peranti dapat dinyatakan oleh:

,= I-, tl"o,
1- (cr, + cr, )

di mana I"o, ,I"o, ad,alatr anrs tePu Pen$rmpul dan crl , o2 adalatt

nisbalt arus pindah pengeluar-ke-pengumpul. bagt transistor.

Bincangkan implikasi bagi pelrbafuan nilai a terhadap arus

diod.
(so/100)

- oooOooo -
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